Рост тонких пленок CdTe методом молекулярно-лучевой эпитаксии и их характеризация.
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В настоящее время повышенный интерес представляют структуры и материалы на основе полупроводников. К одним из самых перспективных можно отнести теллурид кадмия. CdTe используется как светопоглощающий материал для тонкопленочных солнечных элементов, а также в качестве материала для детекторов. Эти применения возможны благодаря свойствам данного материала, таким как ширина запрещенной зоны (⁓1.45 эВ) и электрические свойства в широком диапазоне (⁓1– 1·109 Ом·см). [1]

Применение CdTe, легированного Zn, позволяет получить новый материал, CdZnTe, который можно использовать в качестве детектора ионизирующего излучения, работающего при комнатной температуре. Внедрение атомов Zn в структуру CdTe увеличивает ширину запрещенной зоны (от 1.50 до 1.65 эВ) и повышает удельное сопротивление (1011 Ом·см). [2]

Так представляют интерес различные наноструктуры на основе CdTe и CdZnTe. Образцы, исследованные в работе, были получены методом молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ), т.к. данный метод позволяет получать более совершенные сверхтонкие пленки при взаимодействии одного или нескольких пучков с поверхностью нагретой подложки при высоком вакууме. [3]
Объектами исследования являлись образцы CdTe, выращенные на сапфировых подложках с-ориентации, методом МЛЭ. Характеристики процесса: вакуум 10-8 - 10-7 мбар, температура источника от 672 до 690 °C, температура подложки 200°C, источником являлся кристаллический CdTe, время напыления составляло от 1 до 2 часов.

Полученные образцы были охарактеризованы методами атомно-силовой и  растровой электронной микроскопий с ЭДС приставкой и рентгено-фазового анализа.
В зависимости от температуры источника изменялась морфология и зеренная структура пленок. Было определено, что получение тонких пленок при температуре источника 672°C образуется тонкая пленка CdTe с среднеквадратичной шероховатостью (Sq) не более 37.13 нм. В случае увеличения температуры, поверхность CdTe представляет из себя крупные зерна с общей Sq =124.86 нм. У образцов, выращенных при более низкой температуре, элементный анализ показал соотношение Cd к Te близкое к стехиометрии, однако, при увеличении температуры источника пленки получаются неоднородными: соотношение Cd к Te находится в диапазоне от 50,1-49,9 ат% до 55-45 ат% на разных участках поверхности.
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